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NOTA: RESPONDER EN LOS HUECOS DEJADOS PARA TAL FIN, CON BOLIGRAFO AZUL O NEGRO. EN LA
CORRECCION SE TENDRA EN CUENTA TANTO EL DESARROLLO (calculos, justificaciones, ...) COMO EL RESULTADO.

Problema 1 (20 puntos)

En el circuito de la figura 1.1, el componente X presenta una caracteristica tensién-corriente como la
mostrada en la figura 1.2:
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Figura 1.1 Figura 1.2

a) Dibuje la caracteristica tension-corriente del componente X, indicando el valor de los puntos mas

significativos, si la tension y la corriente se miden con el sentido indicado en la figura 1.3. (Sp)
I’ (mA) ,
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Figura 1.3 ' 10 20 Vi(V)
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b) El resistor R pertenece a un modelo con P,,=1W y V,,=30V. Calcule ¢l valor de R sabiendo que su
potencia nominal es P,x=0,5W. (5p)
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¢) Se sabe que R= 200Q y que pertenece a un modelo con P,,=0,5W y V,.=20V. Calcule los valores
de la sefial de entrada Ve que hacen que R no se queme y el componente X no se destruya. (10p)
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Problema 2 (15 puntos)

Considérese una pastilla semiconductora de silicio de 1 cm de longitud y 50 mm’® de seccién. Conocemos
los siguientes datos:

Concentracion intrinseca del Silicio a 300K: n; = 2:10" ecm™

Carga del electron = 1,6:10"° C

Movilidades de electrones y huecos a 300K: u, =1000 cm?/V-s tp, =400 cm?/V-s
Conductividad: ¢ =cgu

Ley de accién de masas o Ley del producto: n-p = n;?

1 L
R=—.= -
o S

a) Hemos colocado dos pastillas de silicio idénticas, como la descrita anteriormente, en el siguiente

circuito. Si la temperatura es de 27°C, obtenga el valor de la tensién Vs. Sp)
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b) Para este apartado considere que hemos dopado homogéneamente ambas pastillas, con 10" c¢m™

1mpurezas de arsénico (Pentavalente). Vuelva a calcular el valor de la tension V.
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¢) Si hubiésemos dopado con 10" cm

cantidades numéricas, solo hay que decir si es mayor o menor y por qué lo es.)

5p)

> impurezas de boro (Trivalente), indicar, justificadamente, si la

intensidad por el resistor de 100k(2 seria mayor o menor que en el apartado b. (Nota: no hay que dar

(5p)

(20 puntos)

O,s o "= Ro 7Ry = T :
£ " v “lww P < L "
Problema 3
Para los siguientes apartados conocemos los datos de los diodos que se utilizan:
Vz = 6 Vv
Vy =06V Iz =0
D ’ D
! { Is=0 2 ILm=?
V’)’z = 0,6 AV

a) En el circuito de la figura 3.1 se sabe que los resistores Ry y R, estan afectados por un coeficiente de
temperatura de Cr = 200 ppm/°C. Halle el punto de polarizacién de los dos diodos a T, = 65°C. (Nota-

suponer que a los diodos no les afectan los cambios de temperatura).

(10 p)
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b) En el circuito de la figura 3.2 se mide el desplazamiento del cursor de Rv mediante el pardmetro o.. Halle
la potencia nominal minima de Ry y de R, y la Iy del zener para que ninguno de los tres se destruya
en el valor més desfavorable de o.. (Nota: para este apartado no considere los efectos de la temperatura.)

(6 p)
& Datos:
R\/\ ;f\/ E=20V & i} T ey
' ! R, =2kQ
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Figura 3.2
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¢) En el circuito de la figura 3.2, suponiendo que ningin componente se destruye para todo valor de a,
represente la relacién entre la intensidad por D, y la posicién del cursor o, indicando al menos tres

valores de la grafica. “4p
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Problema 4 (20 puntos)
Del circuito de la figura 4.1 se conocen los siguientes datos:

Diodo: Vp
Ideal. ‘/\ : \

Transistor: Re S ? L,

VBEy =—-0,6V :

B =100 7‘/ VL

VCEsat= has O,ZV o v :
w\

Rb=10kQ
Rc=100Q
RLzle
V=3V Figura 4.1

a) Dada la tension de entrada Ve(t) de la figura 4.2, dibuje las formas de onda de la tensién de salida, V. (t),
y la tensidn en el diodo, Vp(t), calculando, justificadamente, los valores mas significativos de ambas

sefiales. (10p)
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b) En este apartado se ha quitado el diodo. Calcule para qué valor de la tensién de entrada Ve(t) el
transistor esta en el limite entre Activa y Saturacion. Indique, justificadamente, para qué valores de
Ve(t) el transistor esta en Saturacion. (10p)
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Problema 5 (25 puntos)
La figura 5.1 muestra un circuito en el que se utiliza un transistor MOSFET de acumulacion, del que se
conocen las caracteristicas de la figura 5.2. Responda las siguientes cuestiones:

e Datos:
Ri=12kQ
. Rp =2 kO
P R. =10 kQ
<Ry VCC =12V
: Ingat In(ma)

I3
N 05} Voo =4
U*S / GS

Ry
= Vo v DS
= — Figura 5.2
Figura 5.1
a) Halle los valores de R, para que el transistor permanezca en zona de corte. (7 p)
/ / e ]
lovte w les <3V
/. = 5‘1, ffﬁi < 3 = /<7; t< 4 KAQZ
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b) Si el transistor esta en corte, ;qué potencia estara disipando el resistor Ry? @p)
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p T L
¢) SiR; =06k, halle el punto de polarizacién del transistor y la potencia que estara disipando. (10 p)
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Ecuaciones transistores MOSFET
Ecuacion de Corte: Ip=0

Ecuaciéon de Saturacion: Ip=k (VGS-VT)Z
Ecuacion de Ohmica: Rps=1/( k (Vss-V7))
Nota: Vpsar=Ves-Vr
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